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酸化物薄膜抵抗スイッチ酸化物薄膜抵抗スイッチ酸化物薄膜抵抗スイッチ酸化物薄膜抵抗スイッチ
ングのデバイス応用ングのデバイス応用ングのデバイス応用ングのデバイス応用

酸化物薄膜(NiO)の抵抗スイッチングを利用
した電子デバイスへの応用

ここに顔写真（６
㎝×５㎝）をつけ
て下さい

（なるべく真正面
からでない写真
が望ましい）
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酸化物薄膜の抵抗スイッチング

薄膜X線回折
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専門分野：専門分野：専門分野：専門分野：強誘電体材料、電子部品材料、電子デバイス強誘電体材料、電子部品材料、電子デバイス強誘電体材料、電子部品材料、電子デバイス強誘電体材料、電子部品材料、電子デバイス

技術協力・相談分野：技術協力・相談分野：技術協力・相談分野：技術協力・相談分野： 電子デバイス向け酸化物・金属薄膜のプ
ロセス開発および産業応用。

連絡先連絡先連絡先連絡先 tel:0738-29-8299 e-mail:sakuma@wakayama-nct.ac.jp

ゾルゲル法により作
製したNiO薄膜の抵
抗スイッチング特性

1.E-09

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

0 1 2 3 4 5 6 7 8

C
ur

re
nt

 (A
)

Voltage (V)

450℃ annealed

550℃

500℃

200

100

0

In
te

ns
ity

(a
rb

itr
ar

y 
un

it)

60555045403530
2θ(°)

500℃

450℃ annealed

-12-


